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■新技術の概要

透明な上基板を通して廃シリコン粉末（ワイヤソーなどから排出されるシリコン

切りくず）にレーザを照射し、レーザ照射による加熱作用とプラズマ発生によっ

てシリコン粉末の一部を蒸発させ、結晶化されたシリコンナノ粒子を前記上基板

の下面に堆積させることができるシリコンナノ粒子の製造方法。 

■従来技術・競合技術との比較

イオン注入法、プラズマＣＶＤ によるシリコンナノ粒子合成法、化学析出法、電

気化学エッチング法によりシリコン粉末あるいはシリコンウエハからシリコンナ

ノ粒子を製造する方法に対して、粒径や結晶性の揃ったシリコンナノ粒子を容易

に製造でき、生産コストも下げることが可能。 

■新技術の特徴

・シリコンインゴット切断時の廃シリコン粉末の埋め立て廃棄を低減

・シリコンナノ粒子を低コストで生成可能

・廃シリコン粉末の再利用問題（不純物混入でのインゴット化不可）が解決

■想定される用途

・メモリ素子や量子コンピューターに使用されるシリコン(Si)ナノ粒子の製造

・高容量リチウムイオン電池負極の製造

・バイオイメージング用シリコンナノ粒子製造
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Laser type Nd:YAG
Wavelength 532 nm
Beam type Gaussian
Pulse width 15.3 ns
Repetition Frequency 10 kHz
Beam radius 42.5 m
Laser fluence 325 mJ/cm2
Scan speed 1, 5, 15 mm/s
Environment In air
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